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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１荷電粒子線および第２荷電粒子線を偏向するための電極対アレイ板の製造方法であ
って、
　第１シリコン基板上に第１の複数の絶縁体層と第１の複数の配線層とが交互に積層され
た構造を有する第１積層体に対して、前記第１の複数の配線層のうちのいずれかの配線層
に接続される第１電極対を形成する工程と、
　第２シリコン基板上に第２の複数の絶縁体層と第２の複数の配線層とが交互に積層され
た構造を有する第２積層体に対して、前記第２の複数の配線層のうちのいずれかの配線層
に接続される第２電極対を形成する工程と、
　前記第１積層体に対して前記第１電極対を覆うように第１シリコン層を形成する工程と
、
　前記第１シリコン層と前記第２シリコン基板とが接合されるように前記第１積層体と前
記第２積層体とを貼り合わせて、貼り合わせ積層体を形成する工程と、
　前記貼り合わせ積層体に、前記第１荷電粒子線が通過する第１貫通孔および前記第２荷
電粒子線が通過する第２貫通孔を形成する工程と、を有し、
　前記第１電極対は前記第１貫通孔を挟むように構成され、かつ、前記第２電極対は前記
第２貫通孔を挟むように構成されていることを特徴とする電極対アレイ板の製造方法。
【請求項２】
　前記貼り合わせ積層体を形成する工程の前に、前記第１シリコン層を平坦化する工程と
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、をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の電極対アレイ板の製造方法。
【請求項３】
　第１荷電粒子線および第２荷電粒子線を偏向するための電極対アレイ板の製造方法であ
って、
　第１シリコン基板上に第１の複数の絶縁体層と第１の複数の配線層とが交互に積層され
た構造を有する第１積層体に対して、前記第１の複数の配線層のうちのいずれかの配線層
に接続される第１電極対を形成する工程と、
　第２シリコン基板上に第２の複数の絶縁体層と第２の複数の配線層とが交互に積層され
た構造を有する第２積層体に対して、前記第２の複数の配線層のうちのいずれかの配線層
に接続される第２電極対を形成する工程と、
　前記第１積層体に対して前記第１電極対を覆うように第１シリコン層を形成し、前記第
２積層体に対して前記第２電極対を覆うように第２シリコン層を形成する工程と、
　前記第１シリコン層と前記第２シリコン層とが接合されるように前記第１積層体と前記
第２積層体とを貼り合わせて、貼り合わせ積層体を形成する工程と、
　前記貼り合わせ積層体に、前記第１荷電粒子線が通過する第１貫通孔および前記第２荷
電粒子線が通過する第２貫通孔を形成する工程と、を有し、
　前記第１電極対は前記第１貫通孔を挟むように構成され、かつ、前記第２電極対は前記
第２貫通孔を挟むように構成されていることを特徴とする電極対アレイ板の製造方法。
【請求項４】
　前記貼り合わせ積層体を形成する工程の前に、前記第１シリコン層および前記第２シリ
コン層を平坦化する工程と、をさらに有することを特徴とする請求項３に記載の電極対ア
レイ板の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の電極対アレイ板の製造方法によって製
造された電極対アレイ板を用いて、複数の荷電粒子線をそれぞれ偏向して、基板に描画を
行う描画装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の荷電粒子線をそれぞれ偏向するための複数の電極対を含む電極対アレ
イ板、その製造方法、複数の荷電粒子線で基板に描画を行う描画装置、および物品の製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　荷電粒子線で基板（基板上のレジスト）に描画を行うために、スループットの観点から
、複数の電子線を用いるラスタスキャン型の描画装置が提案されている（特許文献１）。
この描画装置は、複数の電子線を用い、各電子線により単位領域に描画を行う。並行して
描画する領域（画角）が広がるため、スループットの点で有利である。
【０００３】
　スループットのさらなる向上のためには、並行してなされる描画の範囲（画角）をさら
に拡げることが望ましい。画角を広げるためには、電子線の数を増やすことが考えられる
。この場合、電子線の数に応じて、静電レンズアレイ中の静電レンズの数や、ブランキン
グ用偏向器アレイ中の偏向器の数なども増加させる必要がある。しかし、偏向器（電極対
）の数を増やすことは、電極対に対する配線の数も増やすことを意味する。ここで、電極
対の間隔が一定である場合、配線数を増やすことと各配線の伝送特性を維持することとは
、両立に限界があり、相反するものとなりうる。伝送特性を落とすことは、ブランキング
時間を長くすることにつながるため、スループットの点で不利となる。
【０００４】
　また、配線パターンの断面積を確保して各配線の伝送特性を維持するために電極対の配
列間隔を広げた場合、スループットの観点からは、１本の電子線が受け持つ描画領域を拡
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げることを意味する。この場合、電子線の偏向角度が大きくなるため、正確な描画（収差
）の点で不利となる。よって、１本の電子線の受け持つ描画領域を拡げることにも限界が
ある。
【０００５】
　一方、電極対の数の増加に対処するため、電極対に対する配線を多層にすることが提案
されている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２０３８３６号公報
【特許文献２】特開２００４－２８２０３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２のように配線を多層化するのは有用であるが、多層化できる層数にも製造上
の限界がある。
【０００８】
　また、ブランキング用偏向器アレイ自体を多段化し、一段当たりの電極数及び配線数を
削減する方法が考えられる。この場合、ノードの微細化に伴い、ブランキング用偏向器ア
レイの貫通孔の寸法も縮小し、それに加えてそれぞれの貫通孔の形状にばらつきが生じる
ため、多段のアレイ間での貫通孔の位置合わせ（アライメント）に高い精度が求められる
。しかし、ばらつき具合によっては、図７に示すように、上段のブランキング用偏向器ア
レイ７１と下段のブランキング用偏向器アレイ７２との位置あわせをどれだけ正確に行っ
ても、貫通孔サイズ７３がばらついて必要なサイズが得られないという懸念がある。
【０００９】
　さらに、ブランキング用偏向器アレイを多段化する場合、別の懸念がある。すなわち、
図８のように、上段のブランキング用偏向器アレイ８１と下段のブランキング用偏向器ア
レイ８２とにより構成される貫通孔が長くなることによる懸念がある。この長さによって
は、上段のブランキング用偏向器アレイ８１で偏向した電子線８０が下段のブランキング
用偏向器アレイ８２に当たってしまう。これを回避するためには、上段および下段のブラ
ンキング用偏向器アレイのそれぞれに対して静電レンズアレイおよびブランキング用絞り
アレイを備えればよいが、光学系の収差や、コスト、サイズの点で不利となる。
【００１０】
　本発明は、荷電粒子線を偏向するための電極対の数の多さ、偏向の高速性、および製造
の容易性の点で有利な電極対アレイ板を提供することを例示的目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一側面としての電極対アレイ板の製造方法は、第１荷電粒子線および第２荷電
粒子線を偏向するための電極対アレイ板の製造方法であって、第１シリコン基板上に第１
の複数の絶縁体層と第１の複数の配線層とが交互に積層された構造を有する第１積層体に
対して、前記第１の複数の配線層のうちのいずれかの配線層に接続される第１電極対を形
成する工程と、第２シリコン基板上に第２の複数の絶縁体層と第２の複数の配線層とが交
互に積層された構造を有する第２積層体に対して、前記第２の複数の配線層のうちのいず
れかの配線層に接続される第２電極対を形成する工程と、前記第１積層体に対して前記第
１電極対を覆うように第１シリコン層を形成する工程と、前記第１シリコン層と前記第２
シリコン基板とが接合されるように前記第１積層体と前記第２積層体とを貼り合わせて、
貼り合わせ積層体を形成する工程と、前記貼り合わせ積層体に、前記第１荷電粒子線が通
過する第１貫通孔および前記第２荷電粒子線が通過する第２貫通孔を形成する工程と、を
有し、前記第１電極対は前記第１貫通孔を挟むように構成され、かつ、前記第２電極対は
前記第２貫通孔を挟むように構成されていることを特徴とする電極対アレイ板の製造方法
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である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、例えば、荷電粒子線を偏向するための電極対の数の多さ、偏向の高速
性、および製造の容易性の点で有利な電極対アレイ板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る描画装置の構成を示す図
【図２】描画装置のシステム構成を示す図
【図３】電極対アレイ板の製造方法の一例を示す図
【図４】複数の配線層を含む積層体の断面構造を示す模式図
【図５】電極対アレイ板の製造方法の他の例を示す図
【図６】電極対アレイ板の他の例を示す図
【図７】多段の電極対アレイ板の貫通孔の不整合を示す図
【図８】多段の電極対アレイ板の厚さによる不利を示す図
【図９】電極対アレイおよび配線を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　［第１実施形態］
　図面を参照しながら本発明の第１実施形態を説明する。図１は本発明の第１実施形態に
係る描画装置の構成を示す図である。ここで、描画装置は、複数の荷電粒子線で基板（半
導体ウエハ等）に描画を行う描画装置である。荷電粒子線は、電子線を例に説明するが、
イオン線等、他の荷電粒子線であってもよい。図１において、１１０は照射光学系である
。照射光学系１１０において、電子源１１１から放射される電子線は、電子源像１１２を
形成する。電子源像１１２からの電子線は、静電コリメータレンズ１１３によって平行な
電子線となる。
【００１５】
　１２０は、マルチソース光学系である。マルチソース光学系１２０において、平行な電
子線は複数の開口を有するビーム分割用絞りアレイ１２１を通過する。ビーム分割用絞り
アレイ１２１は、複数の開口により、一つの平行な電子線を複数の平行な電子線に分割す
る。ビーム分割用絞りアレイ１２１で得られた複数の電子線は、複数の静電レンズを含む
静電レンズアレイ１２２により、電子源像１１２の中間像を複数形成する。中間像面には
、静電型偏向器としてのブランカを構成する電極対を複数含むブランキング用偏向器アレ
イ１２３（電極対アレイ板ともいう）が配置されている。ブランキング用偏向器アレイ１
２３は複数の電子線を個別に偏向する。電子線を遮断（遮蔽）する場合は、電極対により
電子線と垂直な方向に電界を発生させることで電子線を偏向させる。偏向された電子線は
、ブランキング用絞りアレイ１２４（開口アレイ板ともいう）により遮断される。電子線
を遮断しない場合は、電極対に電圧を印加しない。この場合、電子線は、偏向されないた
め、ブランキング用絞りアレイ１２４を通過する。ここで、ブランキング用絞りアレイ１
２４は、複数の電子線に対応した複数の開口を有し、ブランキング用偏向器アレイ１２３
で偏向された電子線は遮断し、ブランキング用偏向器アレイ１２３で偏向されなかった電
子線は通過させる。
【００１６】
　１３０は、ブランキング用絞りアレイ１２４の後側に配置された投影光学系である。投
影光学系１３０は、複数の中間像をウエハ１４１上に投影して像を形成する。ここで、ブ
ランキング用偏向器アレイ１２３で偏向された電子線は、上述のようにブランキング用絞
りアレイ１２４によって遮断されるため、ウエハ１４１には投影されない。一方、ブラン
キング用偏向器アレイ１２３で偏向されなかった電子線は、ブランキング用絞りアレイ１
２４によって遮断されないため、ウエハ１４１に投影される。投影光学系１３０は、複数
の電子線をそれぞれコリメートする複数の静電コリメータレンズを含むコリメータレンズ
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アレイ１３１と、複数の電子線を同時に偏向してウエハ１４１上で走査させるためのビー
ム走査用偏向器１３２とを有する。投影光学系１３０は、さらに、複数の電子線のクロス
オーバー（上述の複数の中間像の像）をそれぞれウエハ上に形成する複数の静電対物レン
ズを含む対物レンズアレイ１３３を有する。
【００１７】
　１４３は、ステージである。ステージ１４３は、ウエハ１４１を保持し、不図示の駆動
機構により位置決めされる。ステージ１４３は、ウエハ１４１を保持するための静電チャ
ック１４２と、各電子線の強度分布を計測するための検出器１４４とを有する。
【００１８】
　図２は、以上説明した描画装置のシステム構成を例示する図である。図２において、ブ
ランキング用偏向器アレイ制御回路（制御部）２０１は、ブランキング用偏向器アレイ１
２３を構成する複数のブランキング用偏向器を個別に制御する回路である。ビーム走査用
偏向器制御回路２０２は、ビーム走査用偏向器１３２を制御する回路である。電子ビーム
形状検出回路２０３は、検出器１４４からの信号を処理して各電子線の強度分布および位
置の少なくとも一方を求める回路である。フォーカス制御回路２０４は、対物レンズアレ
イ１３３に含まれる複数の対物レンズの焦点位置を個別に制御する回路である。ステージ
駆動制御回路２０５は、ステージの位置を検出するレーザ干渉計（不図示）と協働してス
テージ１４３を位置決めする制御回路である。主制御系２００は、以上の複数の制御回路
と協働して描画装置の動作を制御する。
【００１９】
　主制御系２００は、ウエハ１４１上に描画すべきパターンに対応するパターンデータに
基づいて、ビーム走査用偏向器制御回路２０２に指令を与える。その指令に基づいて、ビ
ーム走査用偏向器制御回路２０２は、ビーム走査用偏向器１３２によって複数の電子線を
偏向させる。また、それと同期して、主制御系２００は、ブランキング用偏向器アレイ制
御回路２０１に指令を与える。ブランキング用偏向器アレイ制御回路２０１は、描画すべ
きパターンを構成するピクセルの値（ドーズ量）に基づいてブランキング用偏向器アレイ
１２３を制御する。この制御の具体例を、図９を参照して説明する。図９は、電極対アレ
イおよび配線を示す模式図である。ブランキング用偏向器アレイ制御回路２０１は、当該
ピクセル値に対応したタイミングで、ブランキング用偏向器アレイ１２３に含まれる電極
対９２に配線パターン９１を介して電圧を印加する。このようにして、電子線は個別に偏
向され、ブランキング用絞りアレイ１２４により遮断される。電極対９２のＯＮ／ＯＦＦ
切換えに要する時間は、配線パターン９１の信号伝送速度に依存し、描画装置の処理能力
（スループット）に対する制約となりうる。
【００２０】
　つづいて、本実施形態に係るブランキング用偏向器アレイについて製造方法とともに説
明する。図３は、ブランキング用偏向器アレイ（電極対アレイ板）の製造方法の一例を示
す図である。また、図４は、複数の配線層を含む積層体の断面構造を示す模式図である。
まず、多層配線形成済みのウエハ（積層体）３００ａ、３００ｂを用意する（図３の（Ａ
））。なお、多層配線形成済みのウエハは、特許文献２に開示されたような多層配線基板
であってよく、また、多層配線形成は、半導体ウエハ等の基板に対する周知のリソグラフ
ィー技術により行いうる。多層配線済みのウエハは、図４に例示されるように、Ｓｉ基板
（シリコン基板）４０１上に、ＳｉＯ２絶縁体層４０２と配線パターン４０３とが交互に
積層された構造を有し、数μｍの配線幅・配線間隔を有する高密度な多層配線を含んでい
る。配線は、後の工程で形成される偏向電極（電極対）３０３に電圧を印加するためのも
のであり、後に形成される貫通孔３０２を避けるように配置されている。
【００２１】
　次に、多層配線形成済みのウエハ３００ａ、３００ｂのＳｉ基板４０１の表面３０１を
研磨して平坦化した後に、Ｓｉ面同士（シリコン層同士）を常温接合等の公知の方法によ
り貼り合わせる（図３の（Ｂ））。これにより、貼り合わせ積層体が形成される。自重変
形に対する強度の観点から、貼り合わせ積層体の厚みは、数百μｍ以上であるのが好まし
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い。また、図８を参照して上述した観点から、貼り合わせ積層体の厚みは、１ｍｍ以下で
あるのが好ましい。
【００２２】
　次に、貼り合わせ積層体に対し、アスペクト比の大きい孔を開けるのに適した反応性イ
オンエッチング（例えばＤｅｅｐ　ＲＩＥ）により、開口穴（貫通孔）３０２を形成する
（図３の（Ｃ））。
【００２３】
　つづいて、貼り合わせ積層体の貫通孔に対応して偏向電極（電極対）３０３を形成する
（図３の（ｄ））。偏向電極は、貫通孔ごとに一対ずつ、かつ、貼り合わせ基板の表裏面
のうち配線が用意されている一方の面に形成される。ここでは、図３の（Ｄ）のように、
貼り合わせ積層体の表裏各面において貫通孔１つおきに偏向電極を形成している。なお、
より一般的には、貼り合わせ積層体は、複数の貫通孔にそれぞれ１対ずつ形成された複数
の電極対を含み、当該複数の電極対は、貼り合わせ積層体の異なる複数の層にわたって、
その各層に電極対のアレイを含む。そして、その複数の層のアレイは、複数の配線層のう
ち互いに異なる一部の配線層にそれぞれ接続されていればよい。ここで、当該アレイの１
つ及びそれに接続された配線層のすべてと、当該アレイの別の１つ及びそれに接続された
配線層のすべてとは、積層体中の層（上記例ではＳｉ基板４０１の層）を介して互いに分
離されているものとしうる。このように複数（図３では２）の積層体を貼り合わせた構成
とすることにより、配線領域を確保しつつ、偏向電極アレイの電極対数の増加を実現する
ことができる。
【００２４】
　本実施形態によれば、偏向電極アレイの電極対の配置ピッチを大きくすることなく、多
層配線を含む積層体の貼り合わせにより配線領域を確保することができる。配線領域が増
えれば、制御信号の伝送特性を落とすことなく（配線を細くすることなく）ブランキング
用偏向器アレイを構成することができる。また、電極対の配置ピッチを大きくしないため
、電子線１本当たりの描画領域（偏向角）も大きくする必要がない。このため、描画装置
において描画精度または収差を維持したまま画角を拡げるのに有利である。なお、電極対
の数を増やすことは、配線長が延びることを意味するが、多層配線を含む積層体を貼り合
わせた構造では配線の断面積を確保できるため、必要な伝送特性を有する配線を実現する
ことができる。
【００２５】
　また、本実施形態のブランキング用偏向器アレイは、配線形成済みのウエハを貼り合わ
せた後に貫通孔の形成を行う。このため、貫通孔形成済みの複数の偏向器電極アレイ（ま
たは、貫通孔形成済みの電極対アレイと貫通孔形成済みの多層配線基板と）を位置合わせ
して結合する構成の場合に比べて有利である。すなわち、アレイ間、または、アレイ－基
板間で位置合わせを行っても貫通孔間の軸が合わないために必要な開口領域が得られない
という問題が生じない。
【００２６】
　さらに、本実施形態のブランキング用偏向器アレイは、貼り合わせ積層体で構成するた
め、複数の偏向器電極アレイを多段化した構成（または、電極対アレイと多層配線基板と
を多段化した構成）に比べて、厚さを薄くできる点でも有利である。すなわち、貼り合わ
せ積層体は、数百μｍ乃至１ｍｍの範囲の厚さで構成できるため、上面の偏向電極で偏向
された電子線が貫通孔の壁に当たらずに通過してブランキング用絞りアレイで遮断される
ような電子光学系をコンパクトに構成するのに有利である。また、静電レンズアレイおよ
びブランキング用絞りアレイの組を偏向器電極アレイごとに設ける場合に比べると、電子
光学系の製造もしくは調整のコストまたはサイズの点で格段に有利である。
【００２７】
　［第２実施形態］
　図面を参照しながら本発明の第２実施形態を説明する。本実施形態は、貼り合わせる積
層体の数を３以上としている点で第１実施形態とは異なる。まず、図５の（Ａ）に示すよ
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うに、多相配線形成済みのウエハ５０１、５０３、５０４を用意する。ここで、５０１は
、第１実施形態と同様の方法で形成された貼り合わせ積層体に対して、貫通孔の形成を行
わずに、その両面に電極対アレイの形成を行い、その電極対アレイを覆うように両面にＳ
ｉ層５０２を形成したものである。また、ウエハ５０３、５０４は、第１実施形態と同様
の積層体に対して、貫通孔の形成を行わずに、そのＳｉ基板とは反対の面に電極対アレイ
の形成を行ったものである。次に、ウエハ５０１、５０３、５０４それぞれのＳｉ層を研
磨して平坦化した後にウエハ５０１、５０３、５０４を接合する。さらに、上述のように
Ｓｉ層を形成して他の積層体と接合することを繰り返して電極対アレイの層数を増やして
もよい。つづいて、貫通孔の形成を行うことにより、ｎ層（ここでは４層）の電極対アレ
イを含むブランキング用偏向器アレイを得る（図５の（Ｂ））。
【００２８】
　まず、図５の（Ｃ）に示すように、多相配線形成済みのウエハ５０５、５０６を用意し
てもよい。ここで、５０５、５０６は、それぞれ、第１実施形態と同様の方法で形成され
た貼り合わせ積層体に対して、貫通孔の形成を行わずに、その両面に電極対アレイの形成
を行い、その電極対アレイを覆うように片面にＳｉ層５０７、５０８を形成したものであ
る。次に、ウエハ５０５、５０６それぞれのＳｉ層を研磨して平坦化した後にウエハ５０
５、５０６を接合する。さらに、上述のようにＳｉ層を形成して他の積層体と接合するこ
とを繰り返して電極対アレイの層数を増やしてもよい。つづいて、貫通孔の形成を行うこ
とにより、ｎ層（ここでは４層）の電極対アレイを含むブランキング用偏向器アレイを得
る（図５の（Ｄ））。
　なお、電極対アレイを形成した後に貫通孔を形成するため、貫通孔の形成時に電極の一
部が消失してもよいように、マージンを持たせたサイズで電極対を形成しておくのが好ま
しい。
【００２９】
　電極対アレイをｎ層で構成することにより、貼り合わせる前の各積層体においては、配
線量を１／ｎ倍にすることができる。このような電極対アレイの多層化構成は、配線に要
求される信号伝送特性の確保に有利である。
【００３０】
　［第３実施形態］
　本発明の第３実施形態を説明する。本実施形態の電極対アレイ板は、その製造方法にお
いて第１および第２実施形態のものとは異なる。本実施形態では、まず、多相配線形成済
みのウエハに電極対アレイの形成を行って、図５の（Ａ）の５０３のような積層体を得る
。その電極対アレイを覆うようにＳｉ層を形成し、研磨して平坦化する。さらに、平坦化
されたＳｉ層の上に、ＳｉＯ２絶縁体層６２と配線パターン６３とを交互に積層して多層
配線を形成する。そのようにして得られた多層配線の上に、電極対アレイを形成する。さ
らに、以上のプロセスを繰り返して電極対アレイの層数を増やしてもよい。このようにし
て、ｎ層（ｎは２以上の整数）の電極対アレイを含むブランキング用偏向器アレイを得る
。このブランキング用偏向器アレイは、実施形態１または実施形態２の電極対アレイ板と
同様の利点を有する。
【００３１】
　［第４実施形態］
　図面を参照しながら本発明の第４実施形態を説明する。本実施形態は、図６のように、
一つの貫通孔６０１に対して２つ以上の電極対（図６では２つの電極対６０２、６０３）
を配置した点で他の実施形態とは異なる。このように電極対を冗長に配置することにより
、１つの電極対が故障した場合、替わりに他の電極対を使うことが可能となる。この場合
、例えば、電極対６０３を予備電極対とし、電極対６０２が機能しない場合に電極対６０
３を使用するように、ブランキング用偏向器アレイ制御回路２０１がブランキング用偏向
器アレイ１２３を制御すればよい。なお、より一般的には、貼り合わせ積層体（または、
実施形態３により形成された積層体）は、複数の貫通孔にそれぞれ１つずつ形成された複
数の予備電極対を含む。そして、当該複数の予備電極対は、積層体の異なる複数の層にわ
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層の予備アレイは、複数の配線層のうち互いに異なる一部の配線層にそれぞれ接続されて
いればよい。ここで、当該アレイの１つ及びそれに接続された配線層のすべてと、当該ア
レイの別の１つ及びそれに接続された配線層のすべてとは、積層体中の層（例えば、Ｓｉ
基板４０１の層）を介して互いに分離されているものとしうる。
　但し、先に図８を参照して述べた観点により、積層体の厚さ（貼り合わせられる各積層
体の厚さの総和、または、実施形態３により形成された積層体の厚さ）は、１ｍｍ以下と
するのが好ましい。
【００３２】
　［第５実施形態］
　つづいて、本発明の第５実施形態としての物品（液晶表示デバイス、光学素子、リソグ
ラフィー装置（露光装置）用マスク、等）の製造方法について、半導体デバイスを例にし
て説明する。半導体デバイスは、ウエハ（基板）に集積回路を形成する前工程と、前工程
でウエハに形成された集積回路を製品として完成させる後工程とを経ることにより製造さ
れる。前工程は、前述の描画装置（露光装置）を使用して、レジスト（感光剤）が塗布さ
れたウエハに荷電粒子線で描画を行う工程と、該描画工程で描画を行われたウエハを現像
する工程とを含む。後工程は、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）と、パッ
ケージング工程（封入）とを含みうる。本実施形態の物品製造方法は、従来の方法と比較
して、物品の性能・品質・生産性・製造コストの少なくとも一つの点で有利である。
【００３３】
　上述したような電極対アレイ板を描画装置に採用することにより、荷電粒子線の数を飛
躍的に増大させることができる。このとき、１本の荷電粒子線当たりの走査範囲（偏向角
）を拡げなくて済むため、解像力およびスループットの点で有利な描画装置を提供するこ
とができる。このような描画装置は、例えば、半導体デバイスの中小量生産への適用も見
込めるものである。
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【００３４】
　３０３　偏向電極（電極対）
　１２３　ブランキング用偏向器アレイ（電極対アレイ板）
　３００ａ、３００ｂ　多層配線形成済みのウエハ（積層体）
　３０２　開口穴（貫通孔）
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